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Unijonksiyon Transistor

GIRIS :

Onbes. onalti senelik bir ge¢gmise sahip olan
transistor teknolojisi, giin be giin gelisip elekt-
ronik sahaya yeni yeni buluslar katiyor. Asagi-
daki yazida bunlardan biri incelenecektir. Bu,
son senelerde gelistirilen silikon unijonksiyon
transistordur.

Askeri ve sivil endiistride oldukca tatbikat
sahasi bulan bu yeni eleman, gosterdigi kararh
karakteristik sayesinde gilivenilir bir hale gel-
mistir. Baslica kullanma yerleri olarak gecik-
meli devreler (taymer), flag devreleri, Osilator,
ve her nevi kontrol devreleri sayilabilir.

Burada, eleman ilizerinde fazla teoriye dalm-
maden pratikte kullanmak icin ltizumlu bilgiler
verilmeye calisilacaktir.

OZELLIKLERI:

Unijonksiyon transistor tiinel diyod, gaz de-
sarj tubleri gibi negatif direng Ozelligi gosteren
yeni bir elemandir, ilk kesfedildigi siralarda cift
diyod (dublediod) deniyordu. Gergekten imalat
sekli cift diyod gibidir; fakat gosterdigi karak-
teristik ¢ok ilgingtir. Transistor denmesine rag-
men kollektorii yoktur. Bunun yerine iki bazi ve
bir emetorii vardir. Sematik gosterilisi sekil 1
deki gibidir.

Baz 2
Emeldr

=

Sekil : 1 — Unijonksiyon transistorun
sematik gosterilisi.

Bez

Simdi tipik bir unijonksiyon transistorun
statik  karakteristigini inceleyelim. Sekil 2 bu
karakteristigi gostermektedir. V., emetor geri-
limi belli bir V, degerine gelinceye kadar IE

ekl : 2 — Unijonksiyon iransistorun emetdr
akim - gerilim karekteristifd,
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akimi bir ka¢c mikro amper kadardir. Yani nor-
mal bir diyodun ters akimi kadardir. VE = VA
oldugu zaman emetor akimi artmaya baslar ve
B den sonra VE azalirken I, artmakta devam
eder. B-C arasi negatif direng Ozelligi gosteren
kismidir. C degerine vadi noktasi denir. Bundan
sonraki karakteristik normal bir diyodun dogru
yonde iletkenlik bolgesi gibidir.

Unijonksiyon transistorun negatif direng
ozelligi ile tiinel diyodun negatif direng Ozelligi
aralarindaki fark (Sekil 3) ile mukayese edile-

—

o T

T [\ /

N E " f

Sekll : 3 — Tinel diyodun akim - gerilim
karakteristigi.

rek gorilebilir. Tunel diyotda M-N arasinda un-
jonksiyon transistor'dekinin aksine, gerilim yiik-
selirken akim dusmektedir.

Unijonksiyon transistor karakteristigi daha
¢ok gaz tiblerinin desarj karakteristigine ben-
zemektedir (Sekil 4). Nevarki gaz desarj tiib-
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Sekil : 4 — Gaz desarj tipii Akim - Gerilim
karekteristigi.
leri unijonksiyon transistoriinki kadar, genis

bir bolgede negatif direng Ozelligi gostermez.
Fakat her ikisinde de bir atesleme gerilimi ba-
his konusudur.

Unijonksiyon transistorun yukaridaki ozelli-
ginden istifade ederek pek c¢ok yerde kullanmak
muimkiindir. Bilhassa kontrol devrelerinde ideal
bir eleman olmaktadir. Zira kontrol gerilimi
muayyen seviyeye gelince yani V, = V, olun-
ca transistor gegirgen hale gelmekte ve isteni-
len kumanda pulusunu verebilmektedir. Ustelik
VA atesleme gerilimi V,, nin sabit olmasi
halinde oldukca kararlidir. Sicaklikla ve uzun
kullanma zamani halinde degisimi, ileride gore-
cegimiz vechile, tatmin edici bir stabilite goste-
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rir. Elemanin kumanda devrelerinde kullanil-
masini bagka bir yazimiza birakarak diger Ozel-
liklerine gecelim.

IMALAT SEKILLERI ve rARAMETRELE-
RI:

Ug esas imalat sekli vardir : Bar yapi, kiip -
yap1 ve diifuzyon yapi. Bunlardan en fazla tat-
bik edilen bar yap1 seklidir. Sekil 5 a, b, ¢ de bu
yap1 sekilleri goriiliyor. Burada her li¢ tipde de
esas yapi sekli bir N- Tipi silisyum f{zerinden

. Emiler
Birinci P-Si
Baz Konlagr
' N-5i
Tkiner
Baz Kontag:
\ -
(a) Izole madde
I Emiler
Birinci
Baz Kont
— N-5
Tkinci
Baz Kowlag:

()

Burinc: Ry
(c)

Selil : 5 =— (A) Bar yapr sekli, (B) kilp yapr
gekli, (C) Difizyon yapr sekli.

iki metalik kontakla bazlari ¢ikarmak ve bir
P - tipi silisyum veya bagka bir yar1 iletken ile
yine ayni N - tipi silisyumun jonksiyon temasi
ile emetorii ¢cikarmak seklinde oluyor.

Unijonksiyon transistor icin kabul edilen es-
deger devre (sekil 6) daki gibidir. R,, direnci
birinci bazin, R,, direnci de ikinci bazin N-si
ile yapdigi kontak temas: direnclerini temsil et-
mektedir. D diyodu emitoriin P - tipi yarr ilet-
keni ile N - tipi silisyumun teskil ettig§i PN jonk-
siyonunu temsil ediyor.

M noktasindaki V, gerilimi i, = O iken
R, ve R,, direncleri gerilim bolmesi belirtir.
Buda;
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Sekil : 6 — Unijonksiyon transistor ile
yapilmis bir gecikmeli rdle.

dir. Buradaki direngler oranina tntrensik stand
orani denir. Bu oran

®1

Ri+Rj
dir. Buradan

YM = 7 BB
olur.

Sistemde V,, Dbatarya gerilimi olduguna
gore V, nin stabilitesi ~ ve V,, ninkine bagh
olacaktir. V,, yi bir tarafa biraksak "~ nin si-
caklikla v.s. degisimini Rb, ve Rb, kontak di-
renglerinin degisimi tayin edecek. Ancak ,, deki-
degisim Rbj ve Rb, deki kadar olmiyacak zira "
bunlarin orani seklinde ifade ediliyor.

V. nezaman V, degerine ulasirsa D diyo-
du gecirme yoniinde polarite kazanacagindan
akim gegmeye bagliyacaktir. O halde V,  ates-
leme gerilimini V,, tdyin edecektir.

Diyod geriliminin sicaklikla degismesinden
dolay1 atesleme gerilimini stablize etmek icin
ikinci baza seri bir diren¢ baglamak faydahdir.
Degeri

0.3125 R,,
R =

w Vbb

Burada R,, = R,1 + R,, °''P bazlar ara-
s1 diren¢ denir ve kolayca Olgiilebilir. ~ degeri
0.4 ile 0.85 arasinda degisir. Tablo 1 de tipik bir
ka¢ unijonksiyon transistor icin parametreler
gosterilmistir.

Arzu edilen parametre degerleri unijonksi-
yon transistorun kullanma yerine gore degisir.
Mesela vadi akimi, osilator ve trigger tatbika-
tinda yuksek olmali halbuki diger tatbikatlarda
bunun 6nemi yoktur. Bazlar arasi R, direnci
miimkiin oldugu kadar yiliksek olmali ve 1s1 de-
gisim katsayist pozitif olmali.

Diger mithim bir parametre de atesleme za-
manidir. Yani V, ' = V,_ oldugu andan itibaren
J. nin sistemi calistirabilecek degere ulagmasi
icin gegcen zaman, bu husus transistorun meka-
niki yapist ile alkalidir.
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TABLO ‘J.

Maksimum degerler . _ _
Tipi | Emetér | Emetor | Dagilms Te?‘?‘:ntlf:ml Intrinsik ":;:g’:fl | Baxiar Apass
Gerilimi Akimi Giig VE = 25V Stam‘ Oram 1 direng
Vg (V)| Iz (MA) (mMmw) | (ﬂ A) U h) Rbb (K Ohm)
2N489 60 T0 400 ’ | 12 4.7-6.8
2N1671 I 25
2N2160 I 50
2N2422 L 70
2N 2646 50
| '2N3480 30
Sj 993 30
i A . .
Yapi sekli gm.a zame.lm rilmistir. Burada K anahtar1 kapaninca, R di-
Bar yapi 4 mikrosaniye renci ve C kondansotoriiniin R C zaman sabiti,
Kib yap1 0.1 mikrosaniye Re rélesinin  gecikmesini tdyin eder. Burada

Difiizyon yap1 0.4-0.2 mikrosaniye

Goruldugi gibi yiiksek bir agcma hizina sahip.
Asagit yukart 1-10 MC lik puls elde etmede ve
bu pulslarin kontrolunda basar1 Ile kullanilabi-
lir.

BIR TATBIKAT :

Sekil 7; unjonksiyon transistorun gecikme
devrelerinde kullanilmasina bir misal olarak ve-
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sekil 1 T — Unijonksiyon tramsistor jle yapeloms
bir gegikmeli role devresi (1Mreng degerlori

R = IK - 2Mohm ve C = 1-100 Mikroforad ali-
narak 1 milisaniyeden - 2dakikaya kadar gecik-
me elde edilebiliyor. R potanslyometresi hassas
olarak zamana gore taksimatlandirilabilir.
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